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研究成果の概要（和文）：ナノディスクアレイ構造と最先端CMOS素子であるFinFETを結合して構成したスパイキングニ
ューロンデバイスを提案・開発した．ナノディスクアレイはバイオナノプロセスと中性ビームエッチング技術で作製さ
れる．スパイキングニューロンモデルの実装では，シナプス部でのシナプス後電位の生成が鍵となる．これをナノディ
スクアレイ内での電子伝導での時間遅れにより実現する．また，ゆらぎのある電子伝導がノイズを利用した情報処理に
利用できる．単電子回路シミュレーションを用いて，電子の動作を解析し，ナノ構造を設計した．また，ナノデバイス
に適した情報処理モデルとして，モジュラー型自己組織化マップの発展系を開発した．

研究成果の概要（英文）：We have proposed and developed a spiking neuron device that consists of nanodisk a
rray structures and a FinFET device, which is the most advanced CMOS device. The nanodisk array is fabrica
ted using bio-nano-process and neutral beam etching techniques. A neuron part of this device is realized b
y a FinFET, and a synapse part consists of a nanodisk array. In spiking neuron models, generation of post-
synaptic potentials, PSPs, is an essential function. For generating PSPs, we use a delay in electron hoppi
ng among nanodisks. Generated PSPs have fluctuation caused by stochastic electron movement, which can be u
sed for neural information processing effectively using noise. We have analyzed electron movement in a nan
odisk array by single-electron circuit simulation, and designed the nanostructure including a control elec
trode. We have also developed an advanced model of the modular-network self-organizing map, SOM, as an inf
ormation processing model suitable for our nanodevice.
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